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論文内容の要旨

100kbar 以上の圧力領域では，発生圧力の測定が困難なため，信頼性の高い圧力定点、(温度定点

と同じ概念により物質の圧力誘起の相転移が利用される)が決められていないのが現状である。この

領域では，最も正確な(一次)圧力計 (ex ， free piston .gage) はもはや用いられない。かわって理

論的に精度よく状態方程式が計算されている物質問acl) を圧力室の内部に入れその体積を知ること

により圧力を決める方法が認められている最も信頼される圧力測定法である。ここで精度よく体積を

測定するためにはX線回折法によらなければならない。他方上記の状態方程式は静水圧的条件下にお

いてのみ成立する。それ故本研究では高度の静水圧性を有する高圧力を獲得するため，八面体アンピ

ル装置を新しく設計製作し，直接高圧下における X線実験を可能ならしめた。本装置では上下一対の

ガイドブロックの内に， 8個の主アンピルと 6 個の補助アンピルが，外形が正八面体になるように組

み入れられている。ガイドブロックを上下に締めつける一軸荷重は， 6個の補助アンピルの働らきに

より， 4 軸性の力に変換される。 8個の主アンピルによって固まれた八面体圧力室には， 250 kbar 以

上の等方的な圧力が発生される。次に本装置により， 100kbar 以上での圧力定点を確立するために，

ZnTe , ZuS , GaAs , GaP (圧力定点物質)の相転移圧を上述の圧力測定法によって決定した。圧

力室の中心部に，圧力定点物質と NaCl とを隣接させて置き，定点物質の多形相転移を電気抵抗測定

から検知し，同時に NaCl の体積を X 線回折法により求め相転移圧力を決定した。 ZnTe 点 129.2 士

6. 1 kbar , ZnS 点 155.0i: 6. 8kbar , GaAs 点 188.2 士 7.8 kbar , GaP 点 252.6 土 9.6 kbar , が青手

水圧性の高い圧力環境下で決定された。特に従来信頼度の高い値が示されていなかった GaP 点は本

研究の結果により 200 kbar 以上での新しい圧力定点として評価された。
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論文の審査結果の要旨

圧力は温度とともに物質の状態を決定する基本的量である。しかし 100 kbar 以上ではすべての

物質が固化するため，液体を媒体とする静水圧力の発生が困難となり したがって圧力容器内の発生

庄の決定には通常大きな誤差を伴なう。本論文では NaCI と半導体物質とを同時に加圧し，半導体の

加圧による金属転移圧を NaCI の圧縮から求められる圧力によって検定した結果を総括したものであ

る。この研究の特徴は 100 kbar 以上でも静水圧の発生が可能となるように，主アンピル・補助アン

ピルを考案し，また適切な圧力媒体を撰択した点であってこれらの組合わせによって試料が静水圧的

に圧縮されしかも~aCIの X 線回折と半導体の電気伝導度の同時かっ高精度測定が可能となった。

ZnTe: 129.2 士 6.1 kbar , ZnS: 155.0 士 6. 8kbar , Ga As: 188.2 士 7.8 kbar , Gap : 252.6 土 9.6

kbar の 4 種類の半導体-金属転移圧が決定されたが，この値は 100 kbar 以上の圧力定点として，国

際標準に使用される精度をもつものであって，学位論文に値するものと認める。
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